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INTRODUÇÃO 

METODOLOGIA 

RESULTADOS 

Para a fabricação do detector foi escolhido um diodo com 1 nm de Al2O₃. 
Foram extraídos os valores da SBH real, da SBH aparente (de interesse pois no 
RBS o detector é mantido à temperatura ambiente) e de  do detector (0.61 V, 
0.97 V e 1.19, respectivamente). O detector experimental foi testado no 
experimento RBS, em que a aquisição dos espectros aconteceu 
simultaneamente para ambos os detectores experimental (espectro da figura 5) 
e comercial (adquirido da empresa ORTEC, modelo cu-012-025-100) (espectro da 
figura 4). A resolução do detector fabricado foi estimada em 76 keV [2], o que 
está de acordo com alguns resultados da literatura [3], contra 24 keV de 
resolução para o detector comercial de Si. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos para o detector fabricado foram 
considerados satisfatórios, dado que não são planejados para substituir 
os detectores de Si em suas aplicações usuais, mas sim para substituí-los 
em aplicações em ambientes de alta temperatura e alta radiação, em 
que os detectores de Si se degradam mais rapidamente. 
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Tabela 1: Resumo dos valores calculados para a SBHREAL e para as espessuras 
dos isoladores em cada diodo. 

As figuras 2 e 3 a seguir mostram o comportamento da 
SBHAPARENTE e do fator de idealidade, conforme a variação da 
temperatura, para as estruturas com 1, 2 e 4 nm de HfO2 (figura 1) e 
com 1, 2 e 4 nm TiO2 (figura 2). 

Figura 2 

Figura 3 

Figura 1: Processo de fabricação das estruturas MIS. 
Figura 4 

Figura 5 

SiC é um material com alto bandgap (3.27 eV), alta velocidade de 
saturação dos elétrons (2x107 cm.s-1), alta condutividade térmica (4.9 
W.cm-1.K-1), alta tensão de rompimento (4 MV.cm-1) e alta energia de 
deslocamento atômico (22-35 eV) [1]. Essas propriedades fazem do SiC 
um semicondutor adequado para aplicações em condições extremas, 
como ambientes de altas temperaturas e altas doses de radiação. Neste 
tipo de ambiente os dispositivos de SiC podem operar por longos 
períodos sem variar suas propriedades físicas e químicas. 

Este estudo buscou melhorar duas propriedades relacionadas ao 
SiC para uso como detector de partícula: aumento da Altura da Barreira 
Schottky (SBH) e corrente reversa mínima. A otimização destas duas 
propriedades está relacionada à escolha do metal para formar o contato 
Schottky e à espessura da camada dielétrica inserida entre o SiC e o 
metal que forma o contato Schottky (que tem a função de passivar 
estados eletricamente ativos do SiC), ambos objetos de estudo deste 
trabalho.   

DIODO SBHREAL (V) 
ESPESSURA CALCULADA DO ISOLADOR (nm) 

δ SiCXOY  Dielétrico depositado 

1 nm HfO2 1.22 0.2 1.12 

2 nm HfO2 1.11 0.2 2.24 

4 nm HfO2 0.66 0.2 4.37 

1 nm TiO2 1.39 0.2 1.42 

2 nm TiO2 1.11 0.2 2.84 

4 nm TiO2 0.95 0.2 5.68 


